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Résumé: 
 
La miniaturisation des transistors MOSFETs ne suffit plus à satisfaire les spécifications de 
performances de l’ITRS une solution consiste à améliorer le transport électronique  dans le canal 
de conduction des   MOSFETs : les architectures SOI multigrilles avec dielectriques high k sont 
les principaux candidats pour les futures générations des dispositifs CMOS puisque très 
prometteuses en termes de vitesse et de contrôle électrostatique. Dans ce contexte, le présent 
travail porte sur l'étude des caractéristiques des architectures MOSFETs SOI double-grille  par 
simulation numérique en utilisant le simulateur Nextnano3. L'évolution des caractéristiques telles 
que le DIBL, la pente sous seuil, la tension de seuil, le courant de fuite, le courant à l'état passant 
et la transconductance est analysée en fonction de différent EOT pour les trois oxydes et la 
réduction de l'épaisseur du film de silicium. 
 
 
Mots clés : SOIDGMOSFET, NEXTNANO3D, high k, le courant de fuite, 
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